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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

気液界面から蒸発する水分子の速度分布を取得するため，ナノ細孔アレイ膜を作成
した．ナノ細孔アレイ膜を液面保持部に用いることで，毛細管力により膜表面に多
数存在する数100ナノメートルオーダーの孔に連続的に液体を供給することががで
きる．

実験
Experimental

表面にSiO2及びSiNが成膜されたSi基板に対して，気液界面を保持する面と流路と
なる面の両面に加工を行った．
気液界面を保持する面には数百ナノメートルスケールのナノ細孔を多数配置するた
めのパターンを電子線描画装置により描画した．描画されたパターンはICP装置に
よりエッチングされた．
液面を供給するための流路となる面には数百マイクロメートルオーダーのパターン
を光リソグラフィ装置を用いて描画した．
基板はステルスダイサにより数mm角のチップに分割された後，実際の実験系に導
入された．

結果と考察
Results and Discussion

電子線描画とICPエッチングを用いて作製した細孔については，描画したパターン
データにおける細孔径と実測された細孔径の差異を考慮することで概ね狙い通りの
細孔径を得ることができた（図１）．
光リソグラフィ装置により描かれたパターンについても概ね問題なくエッチングさ
れたが，稀にエッチングの際に欠損が発生しまうことがあり（図２），パターンを
改良することで欠損を抑制できると期待される．

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図1 電子線装置により描画されたパターンをRIE装置でエッチングして作製された
ナノ細孔アレイ．細孔径は約450 nmであった．
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図2 光リソグラフィ装置を用いて描画されたパターンをRIE装置によりエッチング
した．その後のKOHエッチングの影響により欠損が発生している．
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